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HT82V7524
3W 单声道无滤波 

D 类音频功率放大器

特性
   ● 1.8V~6V 单电源

   ● 输出功率：

 ♦ 3W @ 5V，4Ω负载

 ♦ 5.1W @ 6V，3Ω负载

   ● 功率效能高达 90%
   ● 自动输出功率控制 – APC
   ● 5V 时，3.3mA 静态电流

   ● 关机电流小于 0.2μA
   ● 系统上电和掉电时，“POP”噪音消除

   ● 关机功能

   ● 带有自动恢复的输出引脚短路保护功能

   ● 带有自动恢复的过温保护和过流保护功能

   ● 内建硬限幅器功能

   ● 限幅器时间和增益动态控制

   ● 差分 250 kHz PWM 允许 Bridge-Tied-Load
增加输出功率和消除 LC 输出滤波器

   ● 差分信号处理用于改进的 CMRR 共模
抑制比

应用
   ● 手持式音频产品

   ● 电池供电音频产品

   ● MP3 播放器

   ● 蓝牙扬声器

   ● 笔记本 / 平板电脑

   ● 智能手机

概述
HT82V7524 是一款无滤波单声道 D 类音频
功率放大器 IC，当工作电压为 5V，负载
为 4Ω，该芯片可输送 3W；当工作电压为
6V，负载为 3Ω，该芯片可输送 5.1W。使
用 D 类放大器的优点是它们可以提供比传
统的线性放大器更优异的效能。这种优势
使其发热少，从而消除了热沉，使其更适
于在小封装产品中使用。

该芯片另一个特性是工作电压范围可从
1.8V 到 6V。其它功能包括自动功率级控
制，在不同的电压下，输出功率保持恒定。
在系统上电和掉电时，具有 "POP" 噪音消
除功能。该芯片包含一系列的保护特性，
包括输出短路保护、过流 / 过热关机和自
动恢复功能，一旦电源问题解决，芯片将
恢复到正常运行状态。

Holtek D 类音频放大器的优越效能外加它
的宽范围工作电压，直接驱动扬声器的能
力使得该芯片广泛的使用在以电池寿命作
为重要考虑因素的小型便携式电池供电设
备中。
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引脚说明
引脚编号 引脚名称 类型 描述

1 CTRL AI 暂停和 LIM 开启 / 关闭控制

2 CAP AO 用于限幅器工作的电容

3 INN AI 负端输入

4 INP AI 正端输入

5 OUTP AO 正端输出

6 VDD PWR 电源电压 
7 VSS PWR 地 
8 OUTN AO 负端输出

9 GND PWR 外露地脚

注：AO：模拟输出； AI：模拟输入； PWR：电源引脚
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极限参数
电源供应电压 ...............................................................................................VSS-0.3V ~ VSS+6.5V 
输入电压 ...................................................................................................... VSS-0.3V ~ VDD+0.3V 
工作温度 ................................................................................................................... -40℃ ~ 85℃ 
储存温度 ................................................................................................................. -50℃ ~ 125℃ 

注：这里只强调额定功率，超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害，无法预期芯片
在上述标示范围外的工作状态，而且若长期在标示范围外的条件下工作，可能影响芯
片的可靠性。

直流电气特性
VDD=2.5V~5.5V，TA=25°C，( 除非另有说明 )

符号 参数
测试条件

最小 典型 最大 单位
VDD 条件

VDD 电源电压 — — 1.8 — 6.0 V

IQ 静态电流

5V
无负载

— 3.3 4 mA
3.6V — 2.3 2.8 mA
2V — 1.5 1.8 mA

ISTB 待机电流 — VCTRL< 0.3V — 0.2 0.5 μA

VOS 差分输出偏置电压 —
所有输入都是交流接地，
AV=24 — ±25 — mV

RDSON 静态漏源导通电阻 5V RL=8Ω — 400 — mΩ
RIN INN/INP 输入电阻 — INN/INP 接地 — 20 — kΩ
AV BTL 增益 — RL=8Ω — 24 — V/V

Ioc 过流保护阈值 5V

Vo+ 短接到 VDD — 3 —

A
Vo- 短接到 VDD — 3 —

Vo+ 短接到 GND — 1.5 —

Vo- 短接到 GND — 1.5 —

Vo+ 短接到 Vo- — 1.8 —

TAR
过流检测时间 ( 从检测到
过流到重试的时间 ) 5V Vo+/Vo- 短接到 VDD/

GND，Vo+ 短接到 Vo-
— 20 — ms

Iq(oc) 过流保护下的电源电流 — 2 — mA
TA 工作温度 — — -40 — 85 °C
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交流电气特性
VDD=2.5V~5.5V，TA=25°C，( 除非另有说明 )

符号 参数
测试条件

最小 典型 最大 单位
VDD 条件

LIM 限幅器使能点 THD (%) 3.6V~6.0V — — 1 — %
fSW 切换频率 — — 250 300 350 kHz
PSRR 电源电压抑制比 — — — -70 — dB
SNR 信噪比 5V PO=1W，RL=8Ω — 100 — dB
CMRR 共模抑制比 5V VIC=1Vpp，RL=8Ω — -70 — dB

注：当电源电压低于 2.2 V，使用 4Ω负载扬声器时，如果总谐波失真的输出大于 1%，将 
       会触发保护，为防止触发该保护功能，应使用 8Ω负载扬声器。

工作特性
VDD=5V，电源电容 =470μF，TA=25°C，( 除非另有说明 )

符号 参数
测试条件

最小 典型 最大 单位
VDD 条件

PO 输出功率

3.6V

THD = 1%
3Ω — 1.28 —

W

4Ω — 1.06 —

8Ω — 0.61 —

THD = 10%
3Ω — 1.88 —

4Ω — 1.54 —

8Ω — 0.88 —

5.0V

THD = 1%
3Ω — 2.90 —

4Ω — 2.41 —

8Ω — 1.39 —

THD = 10%
3Ω — 3.60 —

4Ω — 2.97 —

8Ω — 1.72 —

5.5V

THD = 1%
3Ω — 3.53 —

4Ω — 2.93 —

8Ω — 1.69 —

THD = 10%
3Ω — 4.34 —

4Ω — 3.60 —

8Ω — 2.09 —

6.0V

THD = 1%
3Ω — 4.18 —

4Ω — 3.46 —

8Ω — 2.01 —

THD = 10%
3Ω — 5.12 —

4Ω — 4.26 —

8Ω — 2.48 —
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典型性能特性
总谐波失真 + 噪声 vs. 输出功率 总谐波失真 + 噪声 vs. 输出功率

VDD=3.6V @ 4Ω VDD=3.6V @ 8Ω

总谐波失真 + 噪声 vs. 输出功率 总谐波失真 + 噪声 vs. 输出功率

VDD=5V @ 4Ω VDD=5V @ 8Ω

总谐波失真 + 噪声 vs. 输出功率 总谐波失真 + 噪声 vs. 输出功率

VDD=5.5V @ 4Ω VDD=5.5V @ 8Ω
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功能描述
HT82V7524 是一款 D 类单声道音频放大
器。该 D 类音频放大器是全数字操作，具
有低功率损耗，高效能，减少热沉的特性。
暂停和静音功能外加一系列保护特性，该
芯片提供了高性能集成音频放大器解决方
案。

放大器输入级

在任何音频引脚都有一个 20kΩ 电阻。下
图显示了一个典型的输入级电路。

External
Circuit
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Rext2
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C3

4.7nF
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HT82V7524

音频输入级

放大器的音频输入和外部音频信号源之间
连接外部电阻用来设置增益值。由于外
部信号需要使用电容器被交流耦合到放大
器，与这些电阻形成一个高通滤波器，这
种输入高通滤波器的 -3dB 频率将由下式得
出。

f-3dB = 1/ (2πRC)

其中 C 是交流耦合电容 C1 或 C2，R 是与
电容器串联的总电阻。所以这里 C = 0.1μF
和 R =Rin + Rext，图中举例的值为 1kΩ+20 
kΩ。将上述值代入到计算式中得出 f-3dB 大
约为 76Hz。旁路电容 C3 接在输入引脚之
间用来衰减高频。该电容与电阻将形成一
个低通滤波器。在此例中，Rext=1kΩ，
Rin=20kΩ，C=4.7nF。所以高频一侧的 -3dB
频率大约为 17.8kHz。
需注意的是，确保任何与外部引脚连接的
器件都必须很好的匹配。不同的输入器
件若没有良好的匹配，在运行中可能产生
“POP”噪音。

低电压检测

芯片内建电源电压监测电路。当电源电压
低于 1.7V 时，输出除能。当电源电压维持
在 1.8V 以上，芯片将正常工作。

Pop-Free
该芯片内建 pop-free 功能。为了全面消除
“pop”音，当芯片上电或掉电，切换到静
音模式，切换到关机模式，从过温保护或
过流保护中恢复时，必须确保各个差分输
入完全平衡。

自动输出功率控制 – APC
放大器的电压增益在电源电压下自动调
整。这意味着，无论电源电压改变与否，
输出功率都将保持在大约与给出的输入电
平相同的电平处。由于电池断开充电会导
致电源电压下降，所以，这在电池供电的
应用中是一个很重要的特性。

关机功能

当产品的音频输出功能未使用时，该芯片
具有关机功能以减少功耗。当 CTRL 引脚
电压在 0.3V 以下时，执行关机功能。当
CTRL 引脚电压高于 0.3V 时，该芯片正常
工作。

硬限幅器和控制 – LIM
该芯片包含一个硬限幅器。该硬限幅器检
测输出信号的 THD，如果接近于 1% 以
下，则无动作。但是，当输出信号在 1%
以上，硬限幅器将立即使输出信号的幅度
减少 6dB。这可以防止输出信号被截断，
避免造成不和谐的高阶谐波信号产生扭曲
的声音效果。当 CTRL 引脚电压范围在
0.5V~0.4VDD 之间时，硬限幅器功能使能。
当 CTRL 引脚电压在 0.9VDD 以上时，将除
能限幅器。当限幅器除能，放大器将有一
个固定的增益，详见别处描述。注意，如
果 CTRL 引脚电压在 0.9VDD~0.5VDD 之间，
限幅器功能将不稳定。

CTRL 引脚设置 工作模式 LIM 状态

高于 0.9VDD 正常模式 Off
0.9VDD ~ 0.5VDD 正常模式 不稳定

0.5VDD ~ 0.4VDD 正常模式 On
低于 0.3V 休眠模式 —
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此音频信号幅度的减少将保持一段时间，
这是由一个连接到 CAP 引脚的外部电容
的大小决定的。经过此时间段后，输出音
频信号幅度将返回到其正常大小。对于
0.22μF 的电容，幅度减少时间是 8.5 秒。
这个时间与电容值成线性方式改变。因此，
对于 0.1μF 的电容，音频信号幅度减少的
时间为 3.8 秒。内部电流源连接到 CAP 引
脚，对外部电容值以线性方式充电。

HT82V7524

External
Capacitor

CAP

I

CAP 引脚图

连接到 CAP 引脚的外部控制信号可用作增
益控制信号，它可以覆盖限幅器操作，类
似于增益控制。如果一个外部控制信号连
接到 CAP 引脚，当信号为高时，放大器将
保持正常增益设置。然而，驱动该引脚为
低将迫使放大器从原始值开始有一个 6dB
的增益减少。电压增益可动态变化，且当
控制信号在高低值之间切换时没有延迟。

EMI 输出滤波器设计

为了减少电磁干扰，可以使用磁珠滤波
器。磁珠滤波器会减少大约 1MHz 或更高
的 EMI 频率。注意，FCC 和 CE 只用于测
试大于 30MHz 的辐射排放量。当选择磁珠
时，应选择一种在高频率有高阻抗，而在
低频率有低阻抗的磁珠。

过温保护

该芯片内建温度传感器。当检测到内部温
度大约为 120°C 或高于 120°C 时，输出信
号将除能以保护芯片不受损坏。当芯片内
部温度低于 100°C 时，自动恢复电路会使
能芯片使其正常工作。

过流保护

该芯片内建电流检测电路以检测芯片输出
级的切换电流。当电流超过工作特性里的
极限电流规格时，该电路会除能芯片。当
输出引脚之间或输出脚与电源引脚 / 地脚
之间发生意外短路时，该功能保护了芯片。
保护和恢复之间的延迟时间大约 20ms。如
果在自动恢复时间后短路条件没有解除，
那么保护电路将再次除能输出晶体管。保
护电路将在使能和除能输出晶体管间来回
切换，直到短路条件解除。
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应用电路

差分输入配置
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带输入电容的差分输入配置
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单端输入配置
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开发电路板
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带有带通滤波器且 Bead/Cap=1nF 用于 EMI 抗干扰功能
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封装信息

请注意，这里提供的封装信息仅作为参考。由于这个信息经常更新，提醒用户咨询 Holtek
网站以获取最新版本的封装信息。

封裝信息的相关内容如下所示，点击可链接至 Holtek 网站相关信息页面。

   ● 封装信息（包括外形尺寸、包装带和卷轴规格）

   ● 封装材料信息

   ● 纸箱信息
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8-pin SOP_EP (Exposed Pad) (150mil) 的外形尺寸
(Thermally Enhanced Variations Only)
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符号
尺寸 ( 单位：inch)

最小 正常 最大

A — 0.236 BSC —

B — 0.154 BSC —

C 0.012 — 0.020
C’ — 0.193 BSC —

D — — 0.069
D1 0.059 — —

E — 0.050 BSC —

E2 0.039 — —

F 0.004 — 0.010
G 0.016 — 0.050
H 0.004 — 0.010
α   0° —   8°

符号
尺寸 ( 单位：mm)

最小 正常 最大

A — 6.0 BSC —

B — 3.9 BSC —

C 0.31 — 0.51
C’ — 4.9 BSC —

D — — 1.75
D1 1.50 — —

E — 1.27 BSC —

E2 1.00 — —

F 0.10 — 0.25
G 0.40 — 1.27
H 0.10 — 0.25
α   0° —   8°
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